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(54) Title: SHORT-ARC LAMP - DISCHARGE LAMP

(54) Bezeichnung : KURZBOGENLAMPE - ENTLADUNGSLAMPE

(57) Abstract: The invention relates to a short-arc discharge lamp comprising alamp vessel that has a discharge Chamber (12) and
at least one secondary Chamber (14, 16). The lamp vessel isfilled with a discharge medium that contains noble gas. The discharge
Chamber is equipped with two electrodes (22, 24). At least one electrode is disposed on an electrode rod (26, 28). The discharge
medium contains elemental chlorine or a chlorine Compound in order to realize a halogen recycling process and thus return vapo-
rized electrode material to the electrodes.

(57) Zusammenfassung: Offenbart ist eine Kurzbogen - Entladungsampe mit einem Lampengefé, das einen Entladungsraum
(12) und zumindest einen Nebenraum (14, 16) aufweist. Das Lampengefé ist mit einem edelgashaltigen Entladungsmedium ge-
fallt. Im Entladungsraum sind zwei Elektroden (22, 24) angeordnet. Zumindest eine Elektrode ist dabei an einem Elektrodenstab
(26, 28) angeordnet. Um einen Halogenkreisprozess zu realisieren und so abgedampftes Elektrodenmaterial zu den Elektroden zu-
riickzufihren, enthdlt das Entladungsmedium elementares Chlor oder eine Chlorverbindung.
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Kur zbogenl anpe - Entl adungsl anpe

Techni sches GCebi et

Die Erfindung betrifft eine Kurzbogen-Entl adungsl anpe ge-

mall dem Cberbegriff des Patentanspruches 1.

St and der Techni k

Ei ne derartige Kurzbogen-Entl adungslanpe mt einem Edel-
gas oder einem Edel gasgem sch als Entladungsnmedium bzw.
als lichtgebender Substanz ist beispielswise die XBO®-

Lanpe von Osram (www.oOSram de) .

Sie ist mt dem Edelgas Xenon befullt wund weist typi-
scherwei se hohe Werte fir Leuchtdichte und Farbw dergabe-

index, sowi e eine dem Tageslicht entsprechende Farbtenpe -
ratur und ein kontinuierliches Spektrum im sichtbaren Be-
reich auf. Zudem zeichnet sie sich durch eine hohe Stabi -
[itat und Konstanz dieser GoORen sowohl im Betrieb als

auch Uber die Lebensdauer aus.

Auf grund der genannten Leistungsnmerkmal e kommen derartige
Ent | adungsl anpen in einer Leistungsstufe bis etwa 450
Watt in préazisen technisch - w ssenschaftlichen Anwendun-
gen zum Einsatz. Beispiele sind Fluoreszenzspektroneter,

Lichtquellen fur die M kroskopie, graphische Scanner oder

Far bnessgeréate .

Anwendungen fir Entladungslanpen nmit Leistungen groRer
als 450 Watt sind beispielswise die Projektionstechnik

i nsbesondere die Kinoprojektion.
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Di e Kurzbogen-Entl adungsl anpe hat ein im Querschnitt run-
des oder ovales Entladungsgefalf. Am Entl adungsgefall sind
zwei diametral zuei nander angeordnete Lanpenschafte aus-
gebil det. Das Entladungsgefal und die Lanpenschafte bil-
den zusammen ein Lanpengefdal3, das als Entladungsmedi um
ein Edelgas w e beispielswise Xenon, Argon oder Krypton
oder eine Mschung dieser Edelgase enthalt. Aufgrund ei-
ner hohen therm schen Belastung und eines hohen Betriebs-
druckes besteht das Lanpengefdll aus Quarzglas. An Endab-
schnitten der Lanpenschafte ist jeweils eine Sockel hil se

fir eine elektrische Kontaktierung angeordnet.

Im I nnenraum des Entl adungsgefafles, im sogenannten Entla-
dungsraum sind zwei gegenuberliegende und zueinander eng
beabst andete El ektroden bzw. El ektrodenkdpfe angeordnet.
Zwi schen ihnen bildet sich ein im Betrieb |ichtspendender
Kur zbogen aus. Aufgrund der hohen Betriebstenperaturen im
Ent | adungsberei ch, insbesondere dort wo der Kurzbogen die
El ekt roden beridhrt, bestehen diese bevorzugt aus Wl fram
Ist die Lanmpe fiUr einen deichstronmbetrieb vorgesehen,
wei st die Anode bevorzugt eine kreiszylindrische Gund-
form mt einem kegel stunpf artigen Endabschnitt auf. Eine
der Kathode gegentber I|iegende Stirnseite dieses Kegel -
stunpfes ist dabei planar oder etwas nach innen gewdl bt
ausgebi |l det. D e Kathode weist dagegen eine eher kegelar-
tige oder spitz zulaufende GCeonetrie auf. Die Anode hat
dabei im Vergleich zur Kathode ein vergleichsweise grol3es
Vol unen, um so Uber eine grofle Anodenoberflache die ihr
zugefihrte Warneenergie Uber Warnestrahl ung, War metber -
gang und Warnel eitung abgeben zu koénnen. Die Elektroden

sind dabei jeweils am Ende einer Strondurchfihrung ange-
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ordnet. Diese Strondurchfihrung leitet von der jeweiligen
El ektrode durch den zugehoérigen Lanpenschaft bis zu einem
Abdi cht ungsabschni tt des Lanpengef alRes. Dort sind an die
Strondur chf thrung  Uber gangsgl &ser  angegl ast, so dass die
Strondur chf thrung gasdicht in das Lanpengefal ei ngefasst

ist. AuBerhalb des LanpengefalRes ist die Strondurchfih -

rung mt einer &uBeren Stroneufdhrung kontaktiert.

Ein erhebliches Problem im Betrieb der Kur zbogen-
Ent | adungsl anpen ist eine Abdanpfung (engl. ,Sputter”-
Effekt) von El ektrodenmateri al auf grund der an den El ekt -
roden herrschenden sehr hohen Tenperaturen wund ein an-
schl i eBender Niederschlag des Materials an vergleichswei -
se kalten Stellen (,Cold Spots") des Lanpengefalles. M t
zunehnender  Betri ebsdauer fuhrt dies zu einer starker
wer denden Schwérzung der Innenwand des Lanpengefalles und
zu einer entsprechend geringeren Strahlungsleistung. Da-
mt verbunden ist, dass mt zunehnmender Schwérzung auch
eine Betriebstenperatur im Lanpengefall aufgrund der star-
keren Absorption des emttierten Lichtes, insbesondere im
Schwéar zungsber ei ch, ansteigt. Ein weiterer negativer Ef-
fekt ist, dass es zu einem fortgesetzten Abtrag der
El ektroden wund somit zu einer unglinstigeren Elektrodenge-
onetrie kommt. H erdurch verschlechtert sich eine Stabi -
l[itdt und Form des Plasnmabogens. In Sume resultiert das
Abdanpf en des El ekt rodenmateri al s der Kur zbogen-
Ent| adungsl anpe in einer Verkurzung ihrer Lebensdauer und

in einer Verschlechterung w chtiger Leistungsmerknale.

FUr Kur zbogen- Ent | adungsl anpen mt Leistungen kleiner als

450 Watt ist das Problem des N ederschlages weitgehend
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auf das Entladungsgefal der Lanpe begrenzt, da eine ge-
ringe Leistung bzw. Stronstarke eine einfache konpakte
Bauwei se der Strondurchfihrung erndglicht. Im Bereich des
Abdi cht ungsabschni ttes ist sie dabei als eine oder nehre-

re Folien ausgebildet, die in das das des Lanpengeféales

ei ngeschnol zen und / oder eingequetscht ist bzw. sind
(Fol i enei nschnel zung), die gasdicht ist. Der Abdichtungs -
abschnitt ist auf diese Wise relativ nah am Entladungs -
gef aB angeordnet. Die Cold Spot Tenperatur befindet sich
dadurch relativ nah am Entladungsbogen bzw. am Entl a-

dungsgefall und weist relativ hohe Tenperaturwerte auf.

Fir Kur zbogen- Ent | adungsl| anpen mt Leistungen groRer als
450 Wwatt bis in den Miltikilowatt-Bereich komen bevor -
zugt El ektrodenstédbe als Strondurchfidhrung zum Einsatz.
Ei ne dauerhaft gasdichte Durchfidhrung der El ektrodenstabe
stellt wegen einer hohen Tenperaturwechsel beanspruchung
im Abdi chtungsabschnitt, wegen stark unterschiedlicher
Tenper at ur ausdehnungskoef fi zi ent en des El ekt rodenst abma-
terials und des Quarzglases und wegen einer grofRen Masse
des El ektrodenstabes eine technische Herausforderung dar.
Der Abdi chtungsabschnitt nmuss in diesem Fall als eine
St uf enei nschnel zung mttels Uber gangsgl aser (St abei n-
schnmel zung  bzw druckent| astete Domrei nschrrel zung bzw.
engl. ,Gaded Seal") ausgebildet sein. Diese Stufenein-
Schrel zung beansprucht im Vergleich zur Folieneinschmel -
zung entlang einer Langsachse des Lanmpenschaftes viel
Platz. Zudem nuss der Elektrodenstab zw schen dem Abdich-
tungsabschnitt und der El ektrode aufwindig, beispielswei -
se durch eine im Lanpenschaft angeordnete d asschei be

(engl. ,Disc-Seal") , gleitend gelagert werden, sodass ei-
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ne tenperaturbedingte axiale Langenanderung des Elektro -
denst abes konpensiert werden kann. Diese Lagerung st
ni cht gasdicht. Eine Folge dieser Bauweise ist, dass der
Abdi cht ungsabschni tt relativ weit entfernt vom Entla-
dungsgef @l angeordnet ist und zw schen dem Entladungsge -
fal bzw. dem Entl adungsraum und dem Abdi chtungsabschnitt
ein Nebenraum ausgebildet ist, der mt dem Entladungsraum
in Gasverbindung steht. Dies fuhrt im Vergleich zu den
ni edrigwattigen Kurzbogen-Entl adungsl anpen mt Folienein-
Schmel zung zu einer niedrigeren Cold Spot Tenperatur und
zu hohen Kondensationsraten des abgedanpften Wblframs im

Bereich des Nebenraumes bzw. Lanpenschaftes.

Ei nen LoOsungsansat z, der auf Kurzbogen-Entl adungsl anpen

mt Leistungen kleiner als 450 Watt bzw. mt einer Fo-
I i enei nschrel zung als  Strondurchf Ghrung ei ngeschr ankt

ist, zeigt die WO 2009/115116 Al. Zur Mnimerung der
Schwar zung bzw. zur Rickfihrung des abgedanpften Wl frans
of fenbart sie einen Halogenkreisprozess . Ein dem Entla-
dungsmedi um Xenon beigem schtes elenentares Halogen oder
ei ne bei gem schte Hal ogenverbi ndung, das oder die bei Be-
tri ebsbedi ngungen gasformg vorliegt, reagiert dabei mt
dem abgedanpften oder niedergeschlagenen Elektrodenmate-
rial Wolfram Durch freie Konvektion des Entladungsnedi -
ums wird die entstandene Wl f ramhal ogenverbi ndung zu den
El ekt roden zurlcktransportiert. Bei m Kontakt mt den hei -
Ben Stellen der Elektroden erfolgt eine Aufspaltung der
Verbindung in einen festen N ederschlag des Wlfranms an
der El ektrode und in das gasform ge Halogen bzw. die gas-
form ge Hal ogenver bi ndung. Fir die Betriebsbedi ngungen

der Kurzbogen- Ent| adungsl anpen mt geringer Leistung be-
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wei se dessen bei Rauntenperatur gasform ge oder fldssigen

Ver bi ndungen HBr oder CH,Br,.

Nachteilig hieran ist, dass die LOsung auf Kurzbogen-
Ent | adungsl anmpen mt Folieneinschnel zung beschr ankt i st
und keine Losung fir niedrige Cold Spot Tenperaturen, we
sie fur eine Stabeinschnelzung typisch sind, offenbart

i st .

Fur Kur zbogen- Ent | adungsl anpen mt Leistungen groéBRer als
450 Watt bzw. mt einer Stabeinschnelzung zeigt die EP
1217 644 Bl einen rein geonetrischen Ldsungsansatz. Sie
of fenbart mathematische Relationen, Uber die fur eine ge-
gebene Lanpenl ei st ung W\r t eber ei che far spezifische
El ekt r odengeonetri en und eine bevorzugte Stronstéarke der
Ent | adungsl anpe berechnet werden konnen. So wird dber ei-
ne optimerte Auslegung der El ektrodengeonetrie und der
Stromauf nahne, das Abdanpfen und die Schwirzung des Lam-

pengefdfles mnimert.

Nachteilig an dieser Lésung ist, dass nur Wertebereiche
bereitgestellt werden, eine exakte bzw analytische Aus-
l egung der Elektroden ist nicht noglich. Des Weiteren
stellt die LOsung einen hohen konstruktiven Aufwand dar,
und eine beispielswise durch eine zu starke Kuhlung der
Lanpe entstandene Schwirzung im Lanpengefdal bleibt irre-

ver si bel erhalten.

Zusamenf assend zeigt der Stand der Technik fur Kurzbo -
gen- Ent | adungsl anpen mt einem Edelgas oder einem Edel-

gasgenm sch als Entladungsnedium und mt einer Stabein-
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Schnel zung kei ne einfache und kostenglnstige Loésung, mt
der eine Schwarzung im Lanpengefdal verhindert wer den

kann .

Darstel |l ung der Erfindung

Der Erfindung |iegt daher die Aufgabe zugrunde, ei ne
Kur zbogen- Ent | adungsl anpe mt einem Edelgas oder einem
Edel gasgemi sch als Entladungsnedium und mit einer Stab-
ei nschnel zung bereitzustellen, bei der eine durch eine
Abdanpfung von El ektrodennateri al verursachte Schwarzung

des Lanpengef aBes verhindert ist.

Di ese Auf gabe wird gel ost dur ch ei ne Kur zbogen-

Ent | adungsl anpe mit den Merknmal en des Patentanspruchs 1.

Besonders vorteil hafte Ausfihrungen der Erfindung sind in

den abhé&ngi gen Ansprichen beschri eben.

Die erfindungsgenalle Kur zbogen- Ent | adungsl anpe hat ein
Lanpengef a3, das mt einem Entladungsnedium befllt ist,

das ein Edel gas oder ein Edel gasgenmi sch enthdlt. Das Lam-
pengef @l hat dabei einen Entladungsraum und zum ndest ei-
nen Nebenraum wobei der Entladungsraum und der Nebenraum
m t ei nander in Gasverbindung stehen. Im Entladungsraum
sind zwei Elektroden angeordnet. Die Elektroden bestehen
dabei bevorzugt aus Wl fram oder sind zumindest iin Ab-
schnitten, die einer sehr hohen therm schen Bel astung
ausgesetzt sind, bevorzugt aus Wl fram gebildet. Zum n-
dest eine der beiden Elektroden ist dabei an einem Endab-

schnitt eines Elektrodenstabes angeordnet. Eine mninale

Tenperatur im Nebenraum |iegt dabei unterhalb der m ninma-
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len Tenperatur im Entladungsraum d.h. der Nebenraum
wei st kéltere Stellen auf als der Entladungsraum Di ese
Stellen treten bevorzugt an einer Innenseite des Lanpen-
gefdBes auf. Das Entladungsnmedium enthalt erfindungsgemall
als Beigabe elenentares Chlor oder eine Chlorverbindung
oder nehrere Chlorverbindungen oder eine M schung davon.
Di e Beigabe kann dabei bei Ungebungsbedi ngungen in gas-
form ger, flissiger aber auch fester Phase vorliegen, im
Betriebszustand ist sie aufgrund der hohen Tenperaturen
im Lanpengefé@ll bevorzugt gasform g. Chl or oder dessen
Ver bi ndungen konnen sehr gut dosiert werden. Durch die
Beigabe wird ein Halogen- bzw. ein Chlor-Kreisprozess im
Lanpengef 4R realisiert, der eine durch Abdanpfung eines
El ekt rodenmaterials verursachte Schwdrzung des Lanpenge-
faRBes verhindert oder reduziert. Selbst schon bestehende
Schwér zungen, die beispielswise trotz einer erfindungs -
gemélRen Chl orbeigabe durch eine zu starke Kuhlung der
Lanpe verursacht werden koénnen, sind bei einer geeigneten
Betri ebst enperatur Uber den Kreisprozess w eder entfern-
bar. Das Chlor wund / oder die Chlorverbindung reagiert
dabei mt dem abgedanpften oder mt dem bereits am Lam-
pengef ai ni eder geschl agenen El ekt rodenmateri al , bei -
spiel sweise Wlfram und verbleibt in einem gasform gen
Aggregat zustand. Durch freie Konvektion innerhalb des
LanpengefdRes wird die so entstandene Verbindung zuruck
zu den heiRBen Elektroden transportiert. Dort wird die
Ver bi ndung therm sch aufgespaltet, sodass das Elektroden-
material in fester Form wi eder an der Elektrode abgela-
gert wird. Die Chlorverbindung bzw das elementare Chlor
verbl ei bt bei Betriebsbedi ngungen in der Gasphase und

steht fortan w eder dem Chlor-Kreisprozess zur Verfigung.
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Ein in der Chlorverbindung ggf. inharent als Verunreini-
gung enthaltener Sauerstoff beschleunigt dabei vorteil -

hafter Weise den Kreisprozess.

Das Tenperaturmininmum im Nebenraum des Lanpengef aliles
liegt dabei in einem bestinmmungsgendalem Betriebszustand
der Lanpe zw schen 150°C und 450°C,

In einer bevorzugten Witerbildung der erfindungsgenilien
Kur zbogen- Ent | adungsl anpe i st der El ektrodenstab ab-

schnittswei se oder ganz von einem Lanpenschaft unfasst.

Der Nebenraum ist bevorzugter Wise im Lanmpenschaft aus-
gebil det. Das Tenperaturm ninmum bzw. der ,Cold Spot" st
somt ebenso im Lanpenschaft ausgebildet, da dieser zum
Ei nen Bereiche aufweist, die weit vom Entladungsraum bzw.
von ei nem hei Ben Entl adungsbogen entfernt angeordnet sind
und zum Anderen fir eine heilRe Konvektionsstronung des

Ent | adungsnediuns relativ schwer zugéanglich sein kann.

Bevorzugter Wise ist die beigegebene Chlorverbindung ein
Chlorid, beispielsweise ein Chlorid des vom ,Sputter-
Effekt" bzw. von der Verdanpfung betroffenen El ektroden-
materials. |Ist dieses Material WIlfram handelt es sich
um Wl f rancthlorid . Um den Kreisprozess zu beschl euni gen,
kann sauerstoffhaltiges Oxychlorid oder ein Oxychlorid
des El ektrodenmateri al s, al so beispielsweise WIfrano-
xychlorid, beigegeben werden. Das elenentare Chlor oder
die genannten Chlorverbi ndungen sind bei den niedrigen
Tenperaturen von unter 450°C therm sch stabil, kondensie-
ren nicht aus und verhalten sich dennoch reaktiv mt dem

El ekt rodenmat eri al bzw. mt Wlfram um so eine Schwar-
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zung weiter zu mnimeren. Versuche zeigen, dass ein er-
fi ndungsgeméller Chl or - Kr ei sprozess i nsbesondere bis zu
einer unteren Tenperatur von 150°C gut arbeitet. Chlor
oder seine genannten Verbindungen erweisen sich daher als
besonders gunstig, um den Hal ogen-Kreisprozess bei den
durch die Stabeinschnmel zung bedingten niedrigen Tenpera-
turen zu realisieren und aufrechtzuerhalten. Das in fes-
ter Form vorliegende WIf ranmoxychlorid ist bei Urgebungs -

bedi ngungen besonders |eicht zu dosieren.

Bevorzugter Wise ist das Edel gas Argon, Krypton oder Xe-
non, oder das Edel gasgem sch enthalt Argon, Krypton oder
Xenon. Krypton und Argon weisen dabei den Vorteil eines
geringeren Preises auf und konnen somit in einer M schung

das teure Xenon anteilig ersetzen.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn eine Konzentration des
Chlors, das in elenentarer Form und / oder in Form einer
Chl orverbindung enthalten ist, im Entladungsnmedium zwi-

schen 50 und 5000 ppm liegt.

In einer bevorzugten Ausfihrungsform hat die Kurzbogen-
Ent| adungsl anpe  ei ne Lei stungsauf nahne, die groBer als
0, 5kW i st.

In einer bevorzugten Ausfihrungsform ist die Kurzbogen-

Ent | adungsl! anpe als Hochdr uck- oder Hochst dr uck-
Ent| adungsl anpe ausgebildet. Ein Kaltfulldruck liegt da-
bei oberhalb von 4 bar z.B. zwischen 15 und 30 bar. Im

besti mungsgenéalen hei Ben Betriebszustand hat der Druck

etwa den 3-fachen Wert des Kaltfulldruckes.
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besonders bevorzugten Ausfihrungsform ist die

- Ent | adungsl anpe mt deichstrom oder mt ge-

G eichstrom versorgt. deichstrom hat den Vor-

teil, spezifische wund an die Anforderungen optimerte

Anoden-

bzw. Kat hodengeonetrien zu erndglichen wund somt

einen stabilen Lichtbogen nit einer hohen Leuchtdichte zu

er zeugen .

D e erf

i ndungsgenélie Kur zbogen- Ent | adungsl anpe ei gnet

sich besonders fir einen Einsatz

nopro jektoren .

| adungsbogens und die Farbechtheit

besonder e

in Projektoren oder Ki-

Die hohe Lichtdichte, Stabilitat des Ent -

des Lichtes sind ins-

i m Ki noberei ch Grundvorausset zung.

Kur ze Beschrei bung der

Zei chnungen

Im Fol genden soll die Erfindung anhand von einem Ausfih-

rungsbei spiel naher erléautert werden. Es zeigt:

Fig. 1 ei

Kur zbogen- Ent | adungsl anpe

nen Teil schnitt durch

bei spi el

Figur 1
nmafle Kur

bei spi el

eine erfindungsgenille

genmall ei nem Ausf ihrungs -

Bevor zugt e Ausf Uhrung der Erfindung

zeigt einen Teilschnitt durch eine erfindungsge -

zbogen- Ent | adungsl anpe genmall ei nem Ausf Uhrungs-

Di e Kurzbogen- Entl adungsl anpe 1

ram) hat

ei n Lampengef al bestehend

(XBO® 2200 WHP von Os-

aus ei nem Lanpenkol ben

bzw. ei nem Entl adungsgefall 2 und zwei daran dianmetral an-
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geordneten Lanpenschaften 4 und 6. Eine Punpspitze 7 am
Lanpenschaft 6 ist die Stelle, Uber die die Lanpe 1 mt
ei nem Entl adungsnedium Xenon befdllt wirde. An Endab-
schnitten der Lanpenschafte 4, 6 sind Lanmpensockel 8, 10
angeor dnet , an denen Stromanschlisse 9, 11 vorgesehen
sind, Uber die die Lanmpe 1 elektrisch kontaktierbar ist.
Da im Betrieb der Lanmpe 1 charakteristischer W.ise hohe
Tenperaturen von nehr als 700°C, starke Tenperaturschwan-
kungen und hohe Dricke von nehreren 10 bar auftreten, be-
steht das Lanpengefal aus Quarzgl as. Di eses Materi al
wei st eine erforderliche hohe Tenperaturwechsel bestandig -
keit, Erwei chungstenperatur und Druckfestigkeit auf. Das
Ent | adungsmedi um Xenon nimt einen Entladungsraum 12 und
in den beiden Lanpenschaften 4, 6 Nebenrdune 14 und 16

ein.

Im Entl adungsraum 12 ist eine Anode 24 in kurzem Abstand
gegenuber einer Kathode 22 angeordnet. Die Kathode 22 ist
zur Erzeugung hoher Tenperaturen Kkegelfdrmg wund spitz
zul aufend ausgebildet, um einen definierten Bogenansatz

und einen ausreichenden Elektronenf |uss aufgrund therm -
scher Em ssion und Feldem ssion zu gewdhrleisten. Di e
Anode 24 weist eine kreiszylindrische Gundform mt einem
kegel stunpf artigen Endabschnitt auf. Eine der Kathode 22
gegenuber Iliegende Stirnseite dieses Kegelstunpfes st
dabei planar ausgebildet. Die grofvolum ge Anodenform un-
terstiatzt dabei eine Entwarmung der Anode 24 durch ther-
m sche Abstrahl ung, Warnmel eitung oder freie Konvektion

des Entl adungsnedi uns. Bei de El ektroden 22, 24 sind uber

St r omdur chf Ghr ungen, die als Elektrodenstdbe 26 und 28

ausgebil det sind, mt Strom versorgt. Die Elektrodenstéabe
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26, 28 und die Elektroden 22, 24 bestehen aus reinem
Wl fram Die Elektrodenstdbe 26, 28 sind koaxial in den
Lanpenschéaften 4, 6 angeordnet und in jeweils einer
,Disc-Seal" 18, 20, die ebenfalls aus Quarzglas besteht,
gleitend gelagert. De ,Disc-Seal" 18, 20 erndbglicht zum
Einen eine Zentrierung der Elektrodenstdbe 26, 28 in den
Lanpenschaften 4, 6 und zum Anderen tenperaturbedingte
Langenanderungen der Elektrodenstdbe 26, 28. Dye ,Disc-
Seal " 18, 20 ist Uber eine Feder 30, 32 gegen eine entla-
dungsgef aRseitige Verjiungung 34, 36 des Lanpengefdales ge-
driuckt. Uper sie sind die Nebenrdaunme 14, 16 vom Entla-
dungsraum 12 abgetrennt, wobei zwi schen der ,Disc-Seal"
18, 20 und der Verjungung 34, 36 ein gasdurchl assiger

Spalt ausgebildet ist.

Bei der Befullung wurden in das Lanpengefal erfindungsge -
mall 6ng Wl f ranmoxychlorid WO,Cl,, was 1,5nmg Chlor ent-
spricht, zugegeben, um einen Chlor-Kreisprozess zu reali -

sieren .

Das dem Entladungsnmedi um bei gem schte WO,Cl, reagiert da-
bei mt dem abgedanpften oder im Lanpengeféal 2, 4, 6 nie-
dergeschl agenen Wl fram Durch freie Konvektion des Ent-
| adungsnedi uns im Lanpengeféall 2, 4, 6 wird die entstande -
ne Wolf ranchl orverbi ndung zu den Elektroden 22, 24 zu-
rucktransportiert. Beim Kontakt mt den heilBen Stellen
der Elektroden 22, 24 erfolgt eine Aufspaltung der Ver-
bi ndung in einen festen N ederschlag des Wlfrans an den
El ektroden 22, 24 und in die gasfoérm ge Chlorverbindung.

Somit wird eine Schwirzung des Lanpengefales 2, 4, 6 ver-
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hi ndert oder abgebaut und Wl fram an die El ektroden 22,
24 zuruckgef uhrt.

Alternativ zum gezei gten Ausfihrungsbeispiel, bei dem die
El ektroden 22, 24 und die Elektrodenstabe 26, 28 aus teu-
rem Wolfram gebildet sind, ist es vorteilhaft, aus -
schlielBlich therm sch sehr hoch belastete neist stirnsei-
tige Abschnitte der Elektroden 22, 24, an denen der Ent-
| adungsbogen ansetzt, aus Wl fram auszubilden. Die rest-
lichen Abschnitte der Elektrodenstdbe 26, 28 und ther-
m sch geringer belastete Abschnitte der Elektroden 22,
24, konnen aus einem alternativen ausreichend therm sch

stabil en aber glinstigeren Leiternmaterial gebildet sein.
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Anspriche

Kur zbogen- Ent | adungsl| anpe mt einem Lanpengefall (2,
4, 6), das mt einem Entladungsnedium befullt ist,
das ein Edelgas oder ein Edel gasgem sch enthalt, wo-
bei das Lanpengefal (2, 4, 6) einen Entladungsraum
(12) und einen Nebenraum (14, 16) aufweist, die mt -
ei nander in Gasverbindung stehen, und wobei im Entl a-
dungsraum (12) zwei El ektroden (22, 24) angeordnet
sind, von denen eine Elektrode (22, 24) an einem End-
abschnitt eines Elektrodenstabes (26, 28) angeordnet
ist, und wobei ein Tenperaturm ninmum im Nebenraum
(14, 16) kleiner als ein Tenperaturm nimum im Entla-
dungsraum (12) ist, dadurch gekennzeichnet, dass das
Ent| adungsnedium el ementares Chlor oder eine Chlor-

ver bi ndung enthalt.

Kur zbogen- Ent | adungsl! anpe nach Anspruch 1, wobei das
Tenmperaturm nimum im Nebenraum (14, 16) in einem be-
sti mmungsgemalRen  Betriebszustand zwi schen 150°C und
450°C liegt.

Kur zbogen- Ent | adungsl| anpe nach Anspruch 1, wobei der
El ektrodenstab (26, 28) abschnittsweise oder ganz von

ei nem Lanpenschaft (4, 6) unfasst ist.

Kur zbogen- Ent | adungsl! anpe nach Anspruch 3, wobei der
Nebenraum (14, 16) im Lanpenschaft (4, 6) ausgebil det

i st .
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Kur zbogen- Ent | adungsl anpe nach Anspruch 1, wobei die
Chl or ver bi ndung ein Chlorid oder Oxychlorid oder
Wl f ranchl orid oder Wl f ranmoxychlorid ist.

Kur zbogen- Ent | adungsl anpe nach Anspruch 1, wobei das
Edel gas Argon, Krypton oder Xenon ist oder wobei das

Edel gasgem sch Argon, Krypton oder Xenon enthéalt.

Kur zbogen- Ent | adungsl anpe  nach Anspruch 1, wobei eine
Konzentration des Chlors oder der Chlorverbindung im

Ent | adungsnmedi um zw schen 50 und 5000 ppm liegt.

Kur zbogen- Ent | adungsl| anpe nach Anspruch 1, mt einer

Lei stungsauf nahnme, die groRBer als 0,5kW ist.

Kur zbogen- Ent | adungsl anpe nach Anspruch 1, die als
Hochdruck- oder Hochstdruck-Entl adungsl anpe ausgebi | -
det ist.

Kur zbogen- Ent | adungsl anpe nach Anspruch 1, die mt
G eichstrom oder nmit gepulstem deichstrom versorgbar

i st .

Kur zbogen- Ent | adungsl| anpe nach Anspruch 1 fir einen

Einsatz in Projektoren oder Kinoprojektoren.
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